“Fizika va astr iya problemlari”. XXIl Respublika elmi konfrans
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Bark cisim elektronikasmnin miihiim elementlsrinden olan kontakt
strukturlari arasinda $ottki baryerli kontaktlar bir sira tstiinliiklarina gora
genis istifada olunur. Son zamanlar metal- polimer-yarimkegirici strukturlari
unikal kimyavi va fiziki xassalarina gors alimlarin maragina sabab olmugdur.
Bu baximdam metal va yarimkegirici arasinda metalla agqarlanmig polivinil
spirt (PVA) tebaqasinin yerlagdirilmasi, strukturun tutum va kegiriciliyinin test
signalinin tezliyindan asililig: yeni cihazlarin yaradilmasi tigiin zemin yaradir.
Miixtalif metallarla (Co, Ni, Zn va Bi) agqarlanmis polivinil spirt tabaqgalsrinda
kegiricilik hidrogen rabitalar vasitasile hidroksil qrup ve aggar atomlari
arasindak giiclii fiziki garsiligh tasir naticasinda yaranur.

Mévzunun aktuallgini nazera alaraq, Sottki baryerli Au(Zn-PVA)-nSi
kontakt strukturu tadqiq edilmigdir. impedans metodu ila test signalinin
miixtsli tezliklarinds (10 kH-1MHz) va sabit garginliyin (-4++4)V intervalinda
dayismasi saraitinda strukturun tutum va kegiriciliyi tadqiq edilmisdir. Au(Zn-
PVA)-nSi tgiin alinmis tutum va kegiriciliyin garginlikdan asiili), miivafiq
olaraq C =V va G —V xarakteristikalarin va bir sira parametrin tezlikdan
asilihgini agkar etmigdir. Malum olmugdur ki, yiksak tezliklarda (>500kHz)
Au(Zn-PVA)-nSi kontakt strukturunun tutumu va kegiriciliyi tezlikdan asili
deyil. Bu fakt ayrilma sarhadinds sath hallarinin mévcud olmasini va yenidan
yiiklanmasini bildirir. Eyni zamanda agkar olunur ki, sath hallar1 yiiksak
tezliklorda test signalini izlaya bilmir.
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